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(54) Poraser durchstr6mbarer FormkCrper sowie Verfahren zu seiner Herstellung 



(57) Bin pordser durchstrOmbarer Formkdrper ins- 
besondere zum Abscheiden von DreselruBpartikeIn aus 
dem Abgas eines Dieselmotors besteht aus einem 
wechselseitig verschlossenen WabenkOrper aus Silici- 
umcarbid mit folgenden Merkmalen: 



O 
CO 
CO 

CD 

o 

Q. 
LU 



Wanddicke: i .25 ± 0,5 mm; 

Porositat; 55 bis 60 %; 

mrttlerer Porendurchmesser: 25 bis 70 ^m: 

spezifische PermeatMlitat: 20 bis 1 00 nPm. 

Einem Verfahren zur Herstellung wird ein Aus- 
gangspulver aus Silictum Oder eine Mischung aus Sili- 
cium mit Anteilen an Siliciumcarbki und/oder 
Kohlenstoff zusammen mit einem verkokbaren organi- 
schen Binder zu einem GrunkOrper geformt. der dann in 
einer InertgasatmosphAre einem Verkokungsbrand 
unterzogen wird. wonach der so entstandene Formkdr- 
per in Anwesenheit von Stickstoff oder eines stickstoff- 
hattigen Inertgases auf eine solche Temperatur erhitzt 
wird^ da(^ das., freie Silicium mit dem Kohlenstoff in 
einem Reaktionsbrand zu Silidumcarbid umgesetzt 
wrrd. Zusatzlich wird ein Rekristallisationsbrand ober- 
halb von 2000*C durchgefuhrt 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen pordsen durchstrOmba- 
ren FormkCrper insbesondere zum Abscheiden von 
DieselruRpartikeIn aus dem Abgas eines Dieselmotors. 
bestehend aus einem wechselseitig verschlossenen 
WabenkOrper aus Silidumcarbid. Ferner betrifft die 
Erfindung ein Verfahren zur Herstellung solcher Form- 
kOrper. bei dem ein Ausgangspufver aus Siiicium oder 
einer Mischung aus Silidum mit Anteilen an Silictumsar- 
bid und/oder Kohlenstoff zusammen mit einem verkok- 
baren organischer Binder zu einem GrOnkOrper 
geformt. insbesondere stranggepreBt wird. der dann in 
einer Inertgasatmosphare einem Verkokungsbrand 
unterzogen wird. wonach der so entstandene FormkOr- 
per in Anwesenheit von Stid^toff oder eines stid^toff- 
haltigen Inertgases auf eine solche Terrperatur erhitzt 
wird. da3 das freie Silidum mit dem Kohlenstoff in 
einem Reaktionsbrand zu Silidumcarbid umgesetzt 
wird. 

Als Filterelemente. aber auch als Trager fur Kataly- 
satoren gewinnen keramische FormkOrper zuneh- 
mende Bedeutung, insbesondere was die Filtrierung 
von heiBen Gasen angeht. da soldie FormkOrper 
auBerordentlich temperaturbestandig sind. Dabei hat 
man vor aHem die Entfernung von RuBpartikeIn im 
Abgas von Dieselmotoren im Auge. da man diesen 
RuBpartikeln cancerogene Wirkungen zusdireibt. 

Als besonders geeignet erweist sich der Werkstoff 
Siliciumcarbid. Er ist chemisch stabil und hat eine hohe 
Temperatur- und Tenperaturwechselbestandigkeit 
Trotz einer Reihe von Versuchen madit es jedoch nach 
wie vor Schwierigkeiten. aus diesem Werkstoff einen 
alien Anforderungen gerecht werdenden FormkOrper 
herzustellen. Dabei werden unterschiedlidie Wege 
besdiritten. 

Bei dem gattungsgemaBen Verfahren nach der DE- 
C-41 30 630 wird ein Ausgangspulver aus Silidum oder 
aus Siiicium und Kohlenstoff und/oder a-Siliciumcarbid 
gebildet. Zusammen mit einem verkokt>aren organi- 
schen Binder und einem LOsungsmittel, vorzugsweise 
Wasser. wird ein GrunkOrper beispielsweise durch 
Strangpressen geformt der dann in einer in Inertgasat- 
mosphare Oder im Vakuum durch Aufheizen auf eine 
Temperatur im Bereich von 600 bis 1000^0 verkokt 
wird. AnschlieBend wird der so entstandene FormkOr- 
per einem Reaktionsbrand im Temperaturbereich zwi- 
schen 1400 und 2000»C unterzogen. Dabei wird das 
Siiicium mit dem Kohlenstoff zu p-Siliciumcarbid umge- 
setzt. 

Fur den Einsatz bei Dieselnrratoren ist es wichtig. 
daB die sich am FormkOrper abgelagerten RuBteilchen 
in regelmaOigen Abstanden abgereinigt werden, damit 
der DurchstrOmwiderstand nicht zu hoch wird. Hierzu 
werden die RuBteilchen abgebrannt, indem der Form- 
kOrper durch Aniegen eines elektrischen Stroms ent- 
sprechend aufgeheiztwird. Silrciumcarbid hat allerdings 
einen relativ hohen Widerstand. so daB hohe Spannun- 
gen notwendig waren, umden FormkOrper auf eine ent- 



sprechende Temperatur aufzuheizen. Deshalb 
beeinfluBt man die elektrische Leitfahigkeit von Silici- 
umcarbid durch Dotierung mit verschiedenen Stoffen. 
insbesondere Stickstoff. Bei dem oben beschriebenen 
5 Verfahren geschieht dies entweder durch Zugabe einer 
geeigneten Verbindung in dem Pulver oder mittels 
Durchfuhrung des Reaktionsbrands in einer Stickstoff- 
oder stickstoffhaltigen Almosphare, 

In der Praxis sind dem vorbeschriebenen Verfahren 
10 Grenzen gesetzt. Die mit diesem Verfahren erreichbare 
Porenstruktur ermOglicht eine befriedigende Durch- 
strOmbarkeit nur dann, wenn auBerordentlich geringe 
Wandstarken unter 1 mm vorgesehen werden. Schon 
bei der Herstellung des GrunkOrpers machen so 
15 geringe Wandstarken Schwierigkeiten. Noch gravieren- 
der ist der Umstand. daB ein solcher FormkOrper keine 
ausreichende Festigkeit hat. Dabei ist zu berucksichti- 
gen, daB ein solcher FormkOrper gerade im Einsatz an 
Dieselnriotoren erheblichen ErschOtterungen ausge- 
20 setzt ist. 

Um eine den Anforderungen gerecht werdende 
DurchstrOmbarkeit mit ausreichender Festigkeit zu ver- 
wirklichen. hat man Versuche mit einer zweiten Variante 
des vorbeschriebenen Verfahrens angestellt. Bei dieser 
25 Variante wird zunachst ein Granulat gebildet, das dann 
durch quasi-isostatische Verpressung zu dem GrunkOr- 
per geformt wird. Abgesehen davon. daB dies einen 
zusatzlichen Verfahrensschritt erfordert, fallen hierbei 
Wandstarken im Zentimeter-Bereich an. Zwar lassen 
30 sich die Wandstarken durch spanabhebende Bearbei- 
tung verringern. jedoch aus Stabilitatsgrunden allenfalls 
auf die Haifte. Auch dann ist das Bauvolumen pro Filter- 
f lache relativ groB. zumal mit diesem Verfahren nur ein- 
fache Rohrgeometrien verwirklichbar sind. Hinzu 
35 kommt. daB der Energiebedarf fur die Regeneration 
selbst dann hoch ist. wenn der spezifische Widerstand 
durch Dotierung mit Stickstoff herabgesetzt wird. Im 
ubrigen macht die nachtragliche Bearbeitung des Form- 
kOrpers die Herstellung noch aufwendiger. 
40 Ein anderer Weg wird bei dem Verfahren gemaB 
der EP-A-0 336 883 gegangen. Soweit dort SiliciuriKar- 
bid-FormkOrper vorgeschlagen werden. wird als Aus- 
gangsmateriaJ primares Siliciumcarbidpulver im 
KorngrOBenbereich 75 bis 1 70 pm verwendet. Aus dem 
45 Pulver wird zusammen mit einem Binder ein GrunkOr- 
per geformt. der anschlieBend auf eine Tennperatur zwi- 
schen 1500 bis 1900"C erhitzt wird. um den Binder zu 
entfernen oder zu harten. um die Siliciumcart^id-Partikel 
durch Fremdphase aneinanderzubinden. 
50 Auch mit diesem Verfahren kOnnen keine befriedi- 
gende FormkOrper hergestellt werden. Durch die 
Fremdphase werden die thermische urxJ chemische 
Bestandigkeit negativ beeinfluBt. Eine hohe Festigkeit 
Oder eine elektrische Leitfahigkeit kann nicht erzeugt 
55 werden. Bei der Sinterung tritt ubiicherweise eine 
lineare Schwindung von 15 % und mehr auf mit der 
Folge. daB die Herstellung maBgenauer und verzug- 
freier Geometrien schwierig ist. Die DurchstrOmbarkeit 
ist auch bei Verwendung relativ grober SiC-Partikel 
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nicht befriedigend, es sei denn, man geht auch hier auf 
sehr dOnne, den Stabilitatsanforderungen nicht genQ- 
gende Wandstdrken uber. Die KorngrOGe der Silicium- 
partikel kann andererseits nicht beliebig vergr68ert 
werden. da auch dies zu Festigkeitsproblemen fuhrt. 
Ein weiterer Nachteil besteht darin. dafl Siliciumcarbid- 
Pulver auBerordentiich abrasiv wirkt, was zu hohem 
VerschleiS bei der Masseaufbereitung. der Extrusion 
und eventueller Bearbeitungsschhtte fuhrt. 

Bei dem Verfahren nach der WO 93/13303 werden 
als Ausgangsmaterial Siliciumcarbid-Partikel in einer 
bimodalen Kbrnverteilung verwendet, und zwar etwa 70 
Gew.-% Grobkorn in einem Gr03enbereich zwischen 35 
und 125 ttm und etwa 4 bis 13 % Feinkorn rm GrOBen- 
bereich 0.3 bis 2 fim. Nach Zusatz eines Binders wird is 
ein GrunkOrper geformt. der auf 300 bis 500*C erhitzt 
wird. umden Binder wegzubrenn en. AnschlieBend wird 
der so gebildete FormkOrper auf eine Tennperatur ober- 
halb von 2200'C bis 2600°C erhitzt. um das Feinkorn 
zu zersetzen. Das Zersetzungsprodukt setzt sich in 20 
einem Verdampfungs-Kondensationsmechanismus als 
Subiimat an den Benjhrungspunkten der groben Parti- 
kel ab und schafft somit feste Brucken zwischen diesen 
Partikeln. 

Dieses Verfahren hat zwar den Vorzug, daQ keine 2S 
Schwindung auftritt, so da3 sich FormkOrper mit guter 
DurchstrOmbarkeit und Stabilitat herstellen lassen. 
Nachteilig ist jedoch. da3 fur die Ingangsetzung des 
Verdampf ungs-Kondensationsmechanismus* au Beror- 
dentiich hohe Temperaturen im Bereich 2500**C erfor- 3o 
derlich sind. was einen entsprechenden Energie- 
aufwarxJ zur Folge hat. AuBerdem erzeugt das Aus- 
gangsmaterial auch hier hohen VerschleiB bei der Mas- 
seaufbereitung, der Extrusion des FormkOrpers und 
eventueller Bearbeitungsschritte. Das in jedem Fall 35 
erforderliche Feinkorn ist relativ teuer. Durch die bimo- 
dale Kornverteilung besteht bei der Herstellung die 
Gefahr einer "Phasentrennung". 

Der Effindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen 
FormkOrper insbesondere fur die Abscheidung von Die- 4o 
selruBpartikel bereitzustellen. der optimale Eigenschaf- 
len mit Blick auf Rlterwirksamkeit. Durchstrdmbarkeit. 
Festigkeit urxJ elektrischen Widerstand hat. Ferner ist 
die Aufgabe gestellt, ein Verfahren zu konzipieren, mit 
dem sich ein solcher FormkOrper reproduziert>ar und 45 
zudem mit geringem VerschleiB bei der Herstellung des 
GrunkOrpers fertigen laBt. 

Der erste Teil dieser Aufgabe wird erfindungsge- 
maB durch einen FormkOrper aus einem an den Enden 
wechiselseitig verschlossenen WabenkOrper gelOst, der so 
durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist: 

Wandstarke: 1 .25 ± 0.5 mm; 

Porositat: 55 bis 60 %; 

mittlerer Porendurchmesser: 25 bis 70 ^m: 55 

spezrtische Permeabilitai: 20 bis 1 00 nPm. 

Dabei ist unter einem wechselseitig verschlosse- 
nen WabenkOrper ein solcher zu verstehen, wie er sich 



beispielsweise aus den Figuren 5 und 6 der EP 0 336 
883 ergibt und der dadurch gekennzeichnet ist. daB 
atswechseind Wabenkanale auf der AnstrOm- und 
abwechseind auf der AbstrOmseite jeweils endseitig 
5 geschlossen ausgebildet sind, so daB das jeweils zu 
reinigende Gas durch die seitlichen Kanalwande hin- 
durchtreten muB, Der erfindungsgemaBe FormkOrper 
hat eine fur die rauhen Bedingungen am Dieselmotor 
ausreichende Festigkeit und andererseits eine hohe 
10 DurchstrOmbarkeit mit geringem Druckverlust. 

In Ausbildung der Erfindung ist vorgesehen. daB 
der spezifische elektrische Widerstand r des Formlings 
in einem bestimmten Bereich eingestellt werden soil, 
und zwar vorzugsweise zwischen r^.-^ und r^^^ entspre- 
chend nachsteherxJer Formel: 

'mm , ^1 
max 

' max p * I • 

'^soll ' 

Dabei sind 

Psoii die erforderliche elektrische Heizleistung. 

'max 

die maximal tolerierbare Stromstarke. 
Umax die maximal Iderierbare Spannung. 
Aq die stromdurchflossene Querschnittsfiache 

des FormkOrpers und 
I die stromdurchflossene Lange des FormkOr- 

pers, 

wobei Pso„ kJeiner oder gleich sein soli als U^ax x Imax- 
Dabei sind unter toleriert>arer Spannung und Strom- 
starke diejenigen Werte zu verstehen, die unter den 
jeweiligen anwenderspezifischen Bedingungen nicht 
uberschritten werden sollen oder konnen. Vorzugs- 
weise sollte der spezifische elektrische Widerstand r 
des FormkOrpers im Bereich von 0. 1 bis 3 Ohm x cm lie- 
gen. 

Zur Einsteilung des elektrischen Widerstands eig- 
nen sich Verbindungen urnd/oder Elemente der dritten 
und funften Haupt- oder Nebengruppe des Periodensy- 
stems. Sie kOnnen dem FormkOrper zugegeben wer- 
den. Ein in Frage kommendes Element ist Bor. das der 
FormkOrper in einer Menge von 0.05 bis 1.0 Gew.-% 
enthalten sollte. wobei sich diese Menge auf das Ele- 
ment Bor selt>st bezieht auch wenn das Bor - was 
zweckmaBig ist - in Form einer Verbindung vorliegt, bei- 
spielsweise als Borcarbid. 

Um einen FormkOrper der vorbeschriebenen Art 
herstellen zu kOnnen. wird nach der Erfindung ein Ver- 
fahren vorgeschlagen, das auf dem oben zuerst 
beschriebenen Verfahren gemaB der DE-C-41 30 630 
basiert. ErfindungsgemaS wird bei diesem Verfahren 
jedoch ein Rekristallisationsbrand oberhaib von 
2000°C. vorzugsweise im Bereich von 21 00 bis 2300**C. 
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durchgefuhrt. Der Rekristallisationsbrand bewirkt ein 
deutliches Porenwachstum mit der Folge. daf3 die 
DurclistrCmbarkeit wesentlich verbessert wird. Dies 
bedeutet. da6 die spezifische (werkstoffbezogene) 
DurchstrOmbarkeit im Vergleich zu den FormkOrpern 5 
gemSB der DE-C-41 30 630 {ohne Granulataufbau) 
wesentlich hfiher. d. h. gOnstiger ist. Im Vergleich zu 
nach der WO93/13303 hergestellten FormkOrpern, die 
mit sehr geringen Wandstarken hergestellt werden 
mussen, damit sie noch gut durchstrombar sind und zur jo 
DieselruBfiltration noch sinnvoll eingesetzt werden kOn- 
nen. kOnnen durch das erfindungsgemaBe Verfahren 
hochstabile FormkOrper mit wesentlich gr63eren Wand- 
dicken realisiert werden, die bei gleichem DurchstrOm- 
widerstand auch rauhen Einsatzbedingungen js 
gewachsen sind. Auch wird der DurchstrCmwiderstand 
der angelagerten RuBschicht hierdurch begunstigt. Der 
Rekristallisationsbrand erhOht zudem die Abriebfestig- 
keit des Formk6rpers und hat ferner den Vorteil. daB 
eine bessere Homogenitat des Werkstoffs erreicht wird. 20 
was gunstig insbesondere fur den elektrischen Wider- 
starxJ ist. 

Der Reaktions- und der Rekristallisationsbrand 
kOnnen in einem Zug durchgefuhrt werden. indem der 
Formkdrper kontinuierlich auf die Temperatur des Rekri- 25 
stallisationsbrands gebracht wird. MOglich ist jedoch 
auch. daB zunachst der Reaktionsbrand und dann - vor- 
zugsweise unmittelbar anschlieBend - der Rekristallisa- 
tionsbrand durchgefuhrt wird. Diese Verlahrensfuhrung 
bietet mehr FlexibilitSt insbesondere mit Blick auf eine 30 
Verfahrensfuhrung. bei der Schwindungen vermieden 
werden. Der Reaktionsbrand wird gewOhnlich bei 1400 
bis 1900°C. vorzugsweise bei 1700 bis 1900*C durch- 
gefuhrt. 

Besonders vorteilhaft ISBt sich das erfindungsge- 35 
ma Be Verfahren ohne Primar-Silidumcarbid im Aus- 
gangspulver anwenden, Der durch den 
Rekristallisationsbrand erzielbare Effekt des Poren- 
wachstums und damit der Verbesserung der Durch- 
strOmbarkeit ist dann namlich am ausgepragtesten. 4o 
Sofern die Festigkeit und der Abriebwiderstand des so 
hergestellten Formkdrpers nicht ausreichend ist. kann 
es jedoch zweckmaBIg sein, dem Ausgangspulver Prl- 
mar-Siliciumcarbid zuzumischen, und zwar in mCgllchst 
homogener Verteilung. Urn die Mundstucke von Extrusi- 45 
onsaggregaten, die fur die Herstellung von WabenkOr- 
pern auBerordentlich teuer sind, sowie die 
Aufbereitungs-. Extrusions- und eventuelle Grunbear- 
beitungsaggregate zu schonen. ist jedoch nach der 
Erfindung vorgeschlagen, den Anteil an Primar-Silici- 50 
umcarbid im Ausgangspulver auf maximal 25 % zu 
begrenzen. Dafur spricht auch der Umstand. daB der 
Effekt des Porenwachstums mit zunehmendem Primar- 
Siliciumcarbidgehalt im Ausgangspulver abnimmt. Im 
ubrigen laBt sich mit Hilfe der Zugabe von Primar-Silici- 55 
umcarbid die elektrische Leitfahigkeit beeinflussen. 

Als Binder kommen insbesondere solche aus der 
Gruppe der Kohlehydrate Oder deren Modifizierungen in 
Frage. Als besonders geeignet hat sich Starke, vor 



allem modifizierte Starke, herausgestellt. Sie hat durch 
eine hohe Kohlenstoffausbeute den Vorzug. daB die von 
ihr beim Verkoken gebildeten KohlenstoffbrOcken fur 
gute Bindekrafte im thermischen ProzeB sorgen und so 
die Schwindung beim Verkoken minimal halt, was der 
DurchstrOmbarkeit des fertigen FormkOrpers zugute 
kommt. 

Der Binder kann bei der Mischung des Ausgangs- 
pulvers in Pulverform zugegeben werden. Es besteht 
jedoch auch die MCJglichkeit, einen bei Raumtemperatur 
flussigen Binder zu verwenden. Vorzugsweise sollteder 
Binder wasserl6slich sein. Der Anteil des Binders ist 
zweckmaBigerweise so eingestellt. daB der gesamte 
Kohlenstoff in einem stOchiometrischen Verhattnis zum 
fraen Silicium in dem Ausgangspulver liegt. 

Aus den schon oben genannten Grunden sollte 
dem Ausgangspulver zusatzlich einen die elektrische 
Leitfahigkeit erhChenden Zusatz in einer Menge der 
Ausgangsmischung zugemischt wird. daB der spezifi- 
sche elektrische Widerstand zwischen r^j^ und r^^x 
entsprechend der vorstehenden Formel liegt. insbeson- 
dere im Bereich von 0,01 bis 3.0 Ohm x cm. Dabei sollte 
der Zusatz aus Verbindungen und/oder Elementen der 
dritten und funften Haupt- oder Nebengruppe des Peri- 
odensystems bestehen. Insbesondere kommen Borver- 
bindungen in Frage. die in einer solchen Menge 
zugegeben werden sollten, daB das elementare Bor in 
einer Menge von 0,05 bis 1,0 Gew.-% in der Ausgangs- 
mischung vorliegt Soweit der Zusatz in Pulverform 
zugemischt wird. sollte die KorngrOBe nicht Ober 1 0 pm 
liegen. 

SchlieBlich ist nach der Erfindung vorgesehen. daB 
freies Silidum und/oder Kohlenstoff in einer mittleren 
KorngrOBe verweridet wird. die im Bereich 1 0 bis 70 pm 
liegt, 

Patentanspruche 

1. Pordser durchstrOmbarer FormkCrper insbeson- 
dere zum Abscheiden von DieselruBpartikeIn aus 
dem Abgas eines Dreselmotors. bestehend aus 
einem wechselseitig verschlossenen WabenkOrper 
aus Siliciumcarbid. gekennzeichnet durch folgende 
Merkmale: 



WarxJdicke: 
Porositat: 

mittlerer Porendurchmesser: 
spezifische Permeabilitat: 



1.25 + 0.5 mm; 
55 bis 60 %; 
25 bis 70 pm; 
20 bis 100nPm. 



2. FormkCrper nach Anspruch 1 . 

dadurch gekennzeichnet. daB der spezifische elek- 
trische Widerstand r des FormkOrpers eingestellt ist 
zwischen 
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U 2 A 

' ma3( p I • 

^son ' 

wobei 5 
Psoii d'© erforderliche elektrische Heizleistung, 

•max 

die maximal tolerierbare StromstSrke. 
*-'max die maximal tolerierbare Spannung, 
Aq die stromdurchflossene Querschnittsfia- w 

Che des FormkOrpers und 
I die stromdurchf kjssene Lange des Form- 

kOrpers 

und wobei P^,j Weiner oder gleich U^^x x l^ax 'St. '5 

3. FormkOrper nach Anspruch 2. 

dadurch gekennzeichnet. da6 der spezif ische elek- 
trische WiderstarxJ r des FormkOrpers im Bereich 
von 0, 1 bis 3 Ohm x cm liegt. 20 

4. FormkOrper nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet. da3 der FormkOrper Ver- 
bindungen urd/oder Elemerrte der dritten urxJ funf- 

ten Haupt- oder Nebengruppe des Perioden- 2s 
systems enthait. 

5. FormkOrper nach Anspruch 4, 

dadurch gekennzeichnet, dafl der FormkOrper Bor 
in einer Menge von 0.05 bis 1.0 Gew.-% enth^lt. 30 



onsbrand und dann der Rekristallisationsbrand 
durchgefuhrt wird. 

1 0. Verfahren nach Anspruch 9. 

dadurch gekennzeichnet. daB sich der Rekristalli- 
sationsbrand unmittelbar an den Reaktionsbrand 
anschlieOt. 

11. Verfahren nach eiriem der Anspruche 6 bis 1 0, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Reaktionsbrand 
bei 1400 bis 1900**C. vorzugsweise bei 1700 bis 
1900^0 durchgefuhrt wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspnjche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daO der Anteil an Primar- 
Silidumcarbid im Ausgangspulver Weiner oder 
gleich 25 Gew,-% ist. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 12. 
dadurch gekennzeichnet, daB als Binder ein sol* 
Cher aus der Stoffklasse der Kohlehydrate oder 
deren Modrfizierungen verwendet wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13. 

da6 als Binder nxxiifizierte Starke ven^fendet wird. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 14. 
dadurch gekennzeichnet. daB der Binder dem Aus- 
gangspulver ebenfalls in Pulverform zugegeben 
wird. 



6. Verfahren zur Herstellung porOser. durchstrOmba- 
rer FormkOrper aus Silidumcarbid, bei dem ein 
Ausgangspulver aus Silicium oder eine Mischung 
aus Silicium mit Anteilen an Siliciumcarbid 
und/oder Kohlenstoff zusammen mit einem verkok- 
baren organischen Binder zu einem GrunkOrper 
geformt. insbesondere stranggepreBt wird. der 
dann in einer InertgasatmosphAre einem Verko- 
kungsbrar)d unterzogen wird, wonach der so ent- 
standene Formkdrper in Anwesenheit von 
Stickstoff Oder eines stickstoffhaltigen Inertgases 
auf eine soiche Temperatur erhitzt wird. daB das 
freie Silicium mit dem Kohlenstoff in einem Reakti- 
onsbrand zu Silidumcarbid umgesetzt wird. 
dadurch gekennzeichnet, daB ein Rekristallisati- 
onsbrand oberhalb von 2000*C durchgefOhrt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet. daB der Rekristallisati- 
onsbrand bei 2100 bis 2300*C durchgefuhrt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, 

dadurch gekennzeichnet daB der FormkOrper kon- 
tinuierlich auf die Temperatur des Rekristallisati- 
onsbrarxJs gebracht wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, 

dadurch gekennzeichnet, daB zunflchst der Reakti- 



1 6. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet. daB ein bei Raumtempe- 
ratur flussiger Birxier verwerxJet wird. 

35 

17. Verfahren nach einem der AnspnCiche 6 bis 13. 
dadurch gekennzeichnet, daB ein wasserlOslicher 
Binder verwendet wird. 

40 18. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 14. 

dadurch gekennzeichnet, daB der Anteil des Bin- 
ders so eingestellt wird, daB der gesamte Kohlen- 
stoff auch unter Berucksichtigung des im Binder 
enthaitenen Kbhienstoffs in einem Bereich von 0.8 

45 t>is 1.2 des stOchiometrischen Verhaitnisses zum 
freien Silicium im Ausgangspulver liegt 

1 9. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 1 5. 
dadurch gekennzeichnet daB dem Ausgangspui- 
50 ver ein die elektrische Leitfahigkeit erhOhender 
Zusatz in einer Menge zugemischt wird. daB der 
spezifische elektrische Widerstand im Bereich von 
0,1 bis 3 Ohm x cm zu liegen konrimt. 

55 2a Verfahren nach Anspruch 19, 

dadurch gekennzeichnet. daB als Zusatz wenig- 
stens eine VertJindung und/oder ein Element der 
dritten und funften Haupt- oder Nebengruppe des 
Periodensystems zugegeben wird. 
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21. Verfahren nach Anspruch 20. 

dadurch gekennzeichnet. da3 als Zusatz eine Bor- 
verbindung verwendet wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 21, 
dadurch gekennzeichnet. da3 die Borverbindung in 
einer Meng zugegeben wird, daB Bor in der Aus- 
gangsmischung in einer Menge von 0.05 bis 1,0 
Gew.-% vorliegt ^ 

23. Verfahren nach einem der Anspruche 19 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet. daB der Zusatz in Pulver- 
form in einer KbrngrOBe zugegeben wird, die nicht 
Ober 1 0 nm liegt 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 6 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daQ freies Silicium 
urxl/oder Kbhienstoff in einer mittleren KorngrOBe 
verwendet wird, die Im Bereich von 1 0 bis 70 yim 
liegt. 



25 
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